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项目名称：基于类石墨烯低维材料掺杂改性及磁性机理研究
完成单位：西安石油大学、西安科技大学、陕西师范大学
完成人：陈国祥、王豆豆、温俊青、杨旭、李含飞、张建民
项目主要内容：（800字以内）
随着半导体技术向高速、大规模、集成化方向发展，使得低维稀磁半导体材料及其器件的研究被人们寄予厚望。类石墨烯低维稀磁半导体材料具有独特的电磁性能，在微电子集成电路与磁存储等领域展现出极大应用前景。本项目研究以GaN、ZnO系列新型低维半导体材料为研究对象，通过构建理论模型，研究非金属、过渡金属元素掺杂、单原子及气体分子吸附等改性手段对低维材料电磁性能的影响机理。主要研究成果如下：

（1）通过本项目的研究，阐明了不同元素掺杂离子和掺杂浓度对GaN、ZnO纳米材料室温铁磁性的影响规律，并建立材料结构-性能的关系，对材料铁磁性产生机制进行了分析，揭示低维GaN、ZnO基稀磁半导体的铁磁性起源机制，为新理论的构建提供了重要思路。

（2）探索出提高低维GaN、ZnO基稀磁半导体材料居里温度以及实现室温铁磁性可控的掺杂条件，揭示低维GaN、ZnO基稀磁半导体材料磁性的调控机理。为高性能、室温铁磁性类石墨烯低维稀磁半导体纳米材料设计与制备提供重要的理论参考。

在该研究方向的基础上，我们申请到国家级项目2项，省部级项目2项，发表相关学术论文24篇，出版专著1部，累计引用频次233次。此次申报的7篇SCI学术论文和1部专著全部为该研究内容的代表成果。
对类石墨烯低维稀磁半导体材料（GaN、ZnO）掺杂改性及磁学特性的研究成果，有望初步建立低维稀磁半导体的磁性起源和调控机理新理论和突破低维半导体材料中掺杂磁性离子浓度低、室温铁磁性不稳定这一关键技术瓶颈，为我国新型半导体材料与器件的创新发展提供理论依据。
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